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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (10) comprising: a semiconductor chip (100) having a first
electrical contact and a second electrical contact; a first lead frame section (200) having a first chip contact surface (210) and a first
solder contact surface (220) opposite the first chip contact surface; and a second lead frame section (300) having a second chip
contact surface (310) and a second solder contact surface (320) opposite the second chip contact surface. The first electrical contact
is connected to the first chip contact surface in an electrically conductive manner. The second electrical contact is connected to the
second chip contact surface in an electrically conductive manner. The first lead frame section and the second lead frame section are
embedded in a housing in such a way that at least parts of the first solder contact surface and the second solder contact surface are
accessible on an underside of the housing. A solder stop element (500) is arranged on the underside of the housing, said solder stop
element extending between the first solder contact element and the second solder contact element.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Ein optoelektronisches Bauelement (10) umfasst einen Halbleiterchip (100) mit einem ersten elektrischen Kontakt und einem
zweiten elektrischen Kontakt, einen ersten Leiterrahmenabschnitt (200), der eine erste Chipkontaktfliche (210) und eine der
ersten Chipkontakttliche gegeniiberliegende erste Lotkontaktflache (220) aufweist, und einen zweiten Leiterrahmenabschnitt
(300), der eine zweite Chipkontaktfliche (310) und eine der zweiten Chipkontaktfliche gegeniiberliegende zweite
Lotkontaktflache (320) autweist. Der erste elektrische Kontakt ist elektrisch leitend mit der ersten Chipkontaktfldche verbunden.
Der zweite elektrische Kontakt ist elektrisch leitend mit der zweiten Chipkontaktfliche verbunden. Der erste
Leiterrahmenabschnitt und der zweite Leiterrahmenabschnitt sind derart in ein Gehduse eingebettet, dass zumindest Teile der
ersten Latkontaktfliche und der zweiten Lotkontaktfldche an einer Unterseite des Gehduses zugénglich sind. An der Unterseite
des Gehduses ist ein Lotstoppelement (500) angeordnet, das sich zwischen der ersten Lotkontaktfliche und der zweiten
Lotkontaktflache erstreckt.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu seiner Her-

stellung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Bauelement gemadll Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelements gemal Pa-

tentanspruch 11.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2014 101 556.8, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Es ist bekannt, dass bei fiir eine Oberfldchenmontage vorgese-
henen elektronischen und optoelektronischen Bauelementen
(SMD-Bauelementen) einander benachbarte Lotkontaktflachen ei-
nen Mindestabstand wvon 200 pm nicht unterschreiten sollten.
Andernfalls kann es wahrend einer Ldétmontage des Bauelements
zu einem ZusammenflieRBen von Lot und dadurch zu einem
elektrischen Kurzschluss zwischen den elektrischen Kontakt-
fldchen kommen. Weiter ist es bekannt, elektrische Kontakt-
flachen von SMD-Bauelementen durch in ein Kunststoffgehiuse
eingebettete Leiterrahmenabschnitte zu bilden. Elektronische
und optoelektronische Halbleiterchips solcher Bauelemente
kénnen derart auf den Leiterrahmenabschnitten angeordnet wer-
den, dass elektrische Kontaktfldchen der Halbleiterchips un-
mittelbar mit den Leiterrahmenabschnitten verbunden sind. Da
der erforderliche Mindestabstand zwischen den Lotkontaktfla-
chen im Stand der Technik einen Mindestabstand zwischen den
Leiterrahmenabschnitten festlegt, ergibt sich hieraus auch
eine MindestgroBe des Halbleiterchips, die einer weiteren Mi-

niaturisierung im Wege steht.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkma-

len des Anspruchs 1 geldst. Eine weitere Aufgabe der vorlie-
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genden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Bauelements anzugeben. Diese Aufgabe
wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 11
geldst. In den abhdngigen Anspriichen sind verschiedene Wei-

terbildungen angegeben.

Ein optoelektronisches Rauelement umfasst einen optoelektro-
nischen Halbleiterchip mit einem ersten elektrischen Kontakt
und einem zweiten elektrischen Kontakt, einen ersten Leiter-
rahmenabschnitt, der eine erste Chipkontaktfladche und eine
der ersten Chipkontaktflache gegeniiberliegende erste Ldtkon-
taktfldche aufweist, und einen zweiten Leiterrahmenabschnitt,
der eine zweite Chipkontaktfldache und eine der zweiten Chip-
kontaktflache gegeniberliegende zweite Lotkontaktfldche auf-
weist. Dabei ist der erste elektrische Kontakt elektrisch
leitend mit der ersten Chipkontaktfldche und der zweite
elektrische Kontakt elektrisch leitend mit der zweiten Chip-
kontaktflache verbunden. Der erste Leiterrahmenabschnitt und
der zweite Leiterrahmenabschnitt sind derart in ein Gehé&use
eingebettet, dass zumindest Teile der ersten Lotkontaktfliche
und der zweiten Loétkontaktfldche an einer Unterseite des Ge-
hauses zuganglich sind. An der Unterseite des Gehduses ist
ein Lotstoppelement angeordnet, das sich zwischen der ersten
Lotkontaktflache und der zweiten Létkontaktflédche erstreckt.
Vorteilhafterweise bewirkt das an der Unterseite des Gehauses
dieses optoelektronischen Bauelements angeordnete Lotstopp-
element eine elektrische Isolation zwischen der ersten Lot-
kontaktfldche des ersten Leiterrahmenabschnitts und der zwei-
ten Lotkontaktfldche des zweiten Leiterrahmenabschnitts. Das
an der Unterseite des Gehduses angeordnete Lotstoppelement
verhindert aulBerdem insbesondere ein VerflieBen von Lot zwi-
schen der ersten Lotkontaktfldche und der zweiten Létkontakt-
flache des optoelektronischen Rauelements. Dadurch wird ein
unerwinschter Kurzschluss zwischen der ersten Létkontaktfla-
che und der zweiten Lotkontaktfldche des optoelektronischen

Bauelements vorteilhafterweise verhindert.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weisen die erste Lotkontaktflache und die zweite Lotkontakt-
flédche einen Abstand von weniger als 200 um auf. Vorteilhaf-
terweise kann das optoelektronische Bauelement dadurch sehr
kompakt ausgebildet sein. Insbesondere kann auch der opto-
elektronische Halbleiterchip des optoelektronischen Bauele-
ments sehr kompakt ausgebildet sein, da der optoelektronische
Halbleiterchip lediglich einen Abstand von weniger als 200 um
zwischen der ersten Lotkontaktflache des ersten Leiterrahmen-
abschnitts und der zweiten Lotkontaktflache des zweiten Lei-
terrahmenabschnitts des optoelektronischen Bauelements Uber-

bricken muss.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
bedeckt das Lotstoppelement die erste Lotkontaktfliche
und/oder die zweite Lotkontaktfliche teilweise. Vorteilhaf-
terweise vergrdBert das Lotstoppelement dadurch einen wirksa-
men Abstand zwischen der ersten Lotkontaktfldache und der
zwelten Lotkontaktflache, wodurch ein unerwiinschter Kurz-
schluss zwischen der ersten Lotkontaktflache und der zweiten
Lotkontaktfldche des optoelektronischen Bauelements vorteil-
hafterweise trotz eines geringen Abstands zwischen der ersten
Lotkontaktflache und der zweiten Lotkontaktfladche verhindert

werden kann.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das Lotstoppelement eine Kantenldnge von mindestens 200
pm auf. Vorteilhafterweise kann dadurch weitgehend sicherge-
stellt werden, dass es wahrend einer Oberflidchenmontage des
optoelektronischen Bauelements nicht zu einem VerflieBen wvon
Lot zwischen der ersten Lotkontaktfldche und der zweiten Lot-
kontaktfldache und dadurch zu einem elektrischen Kurzschluss
zwischen der ersten Lotkontaktflache und der zweiten Lotkon-

taktfldche des optoelektronischen Bauelements kommt.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
schlieRen die erste Lotkontaktfldche und die zweite Lotkon-

taktflédche bindig mit der Unterseite des Gehduses ab. Vor-
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teilhafterweise eignet sich das optoelektronische Bauelement

dadurch besonders gut fir eine Oberfladchenmontage.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das Gehduse an einer der Unterseite gegeniiberliegenden
Oberseite eine Kavitadt auf. Dabei sind zumindest Teile der
ersten Chipkontaktfldche und der zweiten Chipkontaktflache in
der Kavitat zuganglich. Der optoelektronische Halbleiterchip
ist in der Kavitat angeordnet. Vorteilhafterweise kann die
Kavitat des Gehduses des optoelektronischen Bauelements einem
mechanischen Schutz des optoelektronischen Halbleiterchips
dienen. AuBerdem kann die Kavitat als optischer Reflektor fir
durch den optoelektronischen Halbleiterchip des optoelektro-
nischen Bauelements emittierte elektromagnetische Strahlung
dienen. Die Kavitdt kann auch zur Aufnahme von den optoelekt-

ronischen Halbleiterchip einbettendem Vergussmaterial dienen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist in der Kavitat ein Vergussmaterial angeordnet. Vorteil-
hafterweise kann das Vergussmaterial einen Schutz des opto-
elektronischen Halbleiterchips vor einer Beschadigung durch
auBere mechanische Einwirkungen bewirken. Das Vergussmaterial
kann auch eingebettete Konverterpartikel aufweisen, die dazu
vorgesehen sind, eine Wellenladnge einer durch den optoelekt-
ronischen Halbleiterchip emittierten elektromagnetischen

Strahlung zu konvertieren.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
sind der erste elektrische Kontakt und der zweite elektrische
Kontakt auf einer gemeinsamen Oberflache des optoelektroni-
schen Halbleiterchips angeordnet. Der optoelektronische Halb-
leiterchip kann dabei beispielsweise als Flipchip ausgebildet
sein. Vorteilhafterweise ergibt sich dadurch eine besonders
kompakte Ausfihrung des optoelektronischen Halbleiterchips

und des optoelektronischen Bauelements.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements

ist der optoelektronische Halbleiterchip als volumenemittie-
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render Saphir-Flipchip ausgebildet. Vorteilhafterweise kann
der optoelektronische Halbleiterchip dadurch mit besonders

kompakten Abmessungen ausgebildet sein.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die die elektrischen Kontakte aufweisende Oberfldche des
optoelektronischen Halbleiterchips den Chipkontaktfldachen zu-
gewandt. Dadurch konnen direkte elektrisch leitende Verbin-
dungen zwischen den elektrischen Kontakten des optoelektroni-
schen Halbleiterchips und den Chipkontaktfldchen der Leiter-
rahmenabschnitte des optoelektronischen Bauelements bestehen.
Beispielsweise konnen die elektrischen Kontakte lber Lotver-
bindungen mit den Chipkontaktfladchen verbunden sein. Eine
Verwendung von Bonddrahten ist vorteilhafterweise nicht er-

forderlich.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-
ments umfasst Schritte zum Einbetten eines ersten Leiterrah-
menabschnitts mit einer ersten Lotkontaktflache und eines
zweliten Leiterrahmenabschnitts mit einer zweiten Lotkontakt-
fldche in ein Gehduse derart, dass zumindest Teile der ersten
Lotkontaktflache und der zweiten Létkontaktfldche an einer
Unterseite des Gehaduses zuganglich bleiben, und zum Anordnen
eines Lotstoppelements an der Unterseite des Gehduses zwi-
schen der ersten Lotkontaktfldche und der zweiten Létkontakt-
flédche. Vorteilhafterweise ermdglicht dieses Verfahren eine
Herstellung eines optoelektronischen Bauelements mit auBerst
kompakten Abmessungen. Dabei wird durch das an der Unterseite
des Gehduses angeordnete Lotstoppelement trotz der moglichen
kompakten Abmessungen des optoelektronischen Bauelements si-
chergestellt, dass es wahrend einer Montage des optoelektro-
nischen Bauelements nicht zu einem VerflieRen von Lot zwi-
schen der ersten Lotkontaktfldche und der zweiten Létkontakt-
fladche und einem sich daraus ergebenden elektrischen Kurz-
schluss zwischen der ersten Lotkontaktflache und der zweiten
Lotkontaktflache kommt.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Anordnen eines optoelektronischen Halb-
leiterchips in einer Kavitat an einer der Unterseite gegen-
iberliegenden QOberseite des Gehduses. Vorteilhafterweise kann
der optoelektronische Halbleiterchip mit auBerst kompakten

auBeren Abmessungen ausgebildet sein.

In einer Ausfiihrungsform des Verfahrens wird das Lotstoppele-
ment als Lotstopplack auf die Unterseite des Gehduses aufge-
bracht. Vorteilhafterweise ist das Verfahren dadurch kosten-
ginstig durchfihrbar und eignet sich fiir eine Massenprodukti-

on.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt das Anordnen
des Lotstoppelements mittels einer Maske. Vorteilhafterweise
ist das Verfahren dadurch einfach und kostenginstig durch-

fiihrbar und eignet sich fir eine Massenproduktion.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt das Einbetten
des ersten Leiterrahmenabschnitts und des zweiten Leiterrah-
menabschnitts in das Gehause durch ein Spritzgussverfahren.
Vorteilhafterweise ist das Verfahren dadurch einfach und kos-
tenglinstig durchfithrbar und eignet sich fiir eine Massenpro-
duktion.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht eines optoelektroni-

schen Bauelements; und

Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht des optoelektronischen

Bauelements nach einer Montage auf einer Leiterplatte.
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Fig. 1 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht ei-
nes optoelektronischen Bauelements 10. Das optoelektronische
Bauelement 10 kann beispielsweise ein Leuchtdioden-Bauelement

sein.

Das optoelektronische Bauelement 10 weist einen optoelektro-
nischen Halbleiterchip 100 auf. Der optoelektronische Halb-
leiterchip 100 kann beispielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-
Chip) sein. Der optoelektronische Halbleiterchip 100 kann
beispielsweise als Flipchip ausgebildet sein. Insbesondere
kann der optoelektronische Halbleiterchip 100 beispielsweise

als volumenemittierender Saphir-Flipchip ausgebildet sein.

Der optoelektronische Halbleiterchip 100 weist eine Emissi-
onsseite 101 auf. Der optoelektronische Halbleiterchip 100
ist dazu ausgebildet, an seiner Emissionsseite 101 elektro-
magnetische Strahlung, beispielsweise sichtbares Licht, zu
emittieren. Falls der optoelektronische Halbleiterchip 100
als Volumenemitter ausgebildet ist, so kann der optoelektro-
nische Halbleiterchip 100 auBer an der Emissionsseite 101
auch an anderen Oberflachen elektromagnetische Strahlung

emittieren.

Der optoelektronische Halbleiterchip 100 weist eine der Emis-
sionsseite 101 gegeniiberliegende Kontaktseite 102 auf. An der
Kontaktseite 102 des optoelektronischen Halbleiterchips 100
sind ein erster elektrischer Kontakt 110 und ein zweiter
elektrischer Kontakt 120 angeordnet. Zwischen dem ersten
elektrischen Kontakt 110 und dem zweiten elektrischen Kontakt
120 kann eine elektrische Spannung an den optoelektronischen
Halbleiterchip 100 angelegt werden, um den optoelektronischen
Halbleiterchip 100 zur Emission elektromagnetischer Strahlung
zu veranlassen. Der erste elektrische Kontakt 110 kann bei-
spielsweise als Anode ausgebildet sein. Der zweite elektri-
sche Kontakt 120 kann beispielsweise als Kathode ausgebildet

sein. Es kann aber auch der erste elektrische Kontakt 110 als
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Kathode und der zweite elektrische Kontakt 120 als Anode aus-

gebildet sein.

Das optoelektronische Bauelement 10 weist ein Gehause 400
auf. Das Gehause 400 weist ein elektrisch isolierendes Mate-
rial auf, bevorzugt ein Kunststoffmaterial. Beispielsweise
kann das Gehduse 400 ein Epoxidharz aufweisen. Das Gehause
400 kann beigpielsweise durch ein Formverfahren (Moldverfah-
ren) hergestellt sein, insbesondere beispielsweise durch ein

Spritzgussverfahren (Injection Molding).

Das Gehduse 400 weist eine Oberseite 401 und eine der Ober-
seite 401 gegeniiberliegende Unterseite 402 auf. An der Ober-
seite 401 des Gehauses 400 weist dieses eine Kavitat 410 auf.
Die Kavitat 410 kann beispielsweise als sich trichterfdrmig

(konisch) verjlngende Vertiefung ausgebildet sein.

In das Gehause 400 des optoelektronischen Bauelements 10 sind
ein erster Leiterrahmenabschnitt 200 und ein zweiter Leiter-
rahmenabschnitt 300 eingebettet. Der erste Leiterrahmenab-
schnitt 200 und der zweite Leiterrahmenabschnitt 300 weisen
jeweils ein elektrisch leitendes Material auf, bevorzugt ein
Metall. Der erste Leiterrahmenabschnitt 200 und der zweite
Leiterrahmenabschnitt 300 sind voneinander beabstandet und
elektrisch gegeneinander isoliert. Der erste Leiterrahmenab-
schnitt 200 und der zweite Leiterrahmenabschnitt 300 werden
bevorzugt bereits wahrend der Herstellung des Gehduses 400 in
das Material des Gehéduses 400 eingebettet. Der erste Leiter-
rahmenabschnitt 200 und der zweite Leiterrahmenabschnitt 300
kénnen dabei durch Abschnitte eines gemeinsamen Leiterrahmens

gebildet werden.

Der erste Leiterrahmenabschnitt 200 weist eine erste Chipkon-
taktfldche 210 und eine der ersten Chipkontaktflidche 210 ge-
geniiberliegende erste Lotkontaktfldche 220 auf. Der zweite
Leiterrahmenabschnitt 300 weist eine zweite Chipkontaktflache
310 und eine der zweiten Chipkontaktfldche 310 gegeniiberlie-
gende zweite Lotkontaktflache 320 auf. Die erste Chipkontakt-
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flache 210 und die zweite Chipkontaktfldche 310 kdnnen auch
als Bondpads bezeichnet werden. Die Chipkontaktflachen 210,
310 der Leiterrahmenabschnitte 200, 300 und die Lotkontakt-
flachen 220, 320 der Leiterrahmenabschnitte 200, 300 sind je-
weils zumindest teilweise nicht durch das Material des Gehau-
ses 400 bedeckt.

Teile der ersten Chipkontaktfldche 210 des ersten Leiterrah-
menabschnitts 200 und Teile der zweiten Chipkontaktfldche 310
des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 liegen im Bereich der
Kavitat 410 des Gehauses 400 frei. Dabei sind die Chipkon-
taktfldachen 210, 310 der Leiterrahmenabschnitte 200, 300 in
dieselbe Raumrichtung orientiert wie die Oberseite 401 des
Gehduses 400.

Teile der ersten Lotkontaktflache 220 des ersten Leiterrah-
menabschnitts 200 und der zweiten Lotkontaktflache 320 des
zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 liegen an der Unterseite
402 des Gehauses 400 frei. BRevorzugt schlieRen die erste Lot-
kontaktflache 220 und die zweite Lotkontaktflache 320 bindig
mit der Unterseite 402 des Gehduses 400 ab. Die Lotkontakt-
fldchen 220, 320 der Leiterrahmenabschnitte 200, 300 des
optoelektronischen Bauelements 10 sind zur elektrischen Kon-
taktierung des optoelektronischen Bauelements 10 vorgesehen.
Das optoelektronische Bauelement 10 kann sich beispielsweise
fliir eine Oberflachenmontage eignen. In diesem Fall kénnen die
Lotkontaktfldchen 220, 320 beispielsweise durch Wiederauf-

schmelzldten (Reflow-Loten) elektrisch kontaktiert werden.

Der optoelektronische Halbleiterchip 100 des optoelektroni-
schen Bauelements 10 ist in der Kavitadt 410 des Gehauses 400
ilber der ersten Chipkontaktflache 210 des ersten Leiterrah-
menabschnitts 200 und der zweiten Chipkontaktfldche 310 des
zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 angeordnet. Dabei ist die
Kontaktseite 102 des optoelektronischen Halbleiterchips 100
den Chipkontaktfldchen 210, 310 zugewandt. Dadurch ist die
Emissionsseite 101 des optoelektronischen Halbleiterchips 100

in dieselbe Raumrichtung orientiert wie die QOberseite 401 des
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Gehaduses 400. An der Emissionsseite 101 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 100 emittierte elektromagnetische
Strahlung kann an der Oberseite 401 des Gehduses 400 abge-

strahlt werden.

Der erste elektrische Kontakt 110 an der Kontaktseite 102 des
optoelektronischen Halbleiterchips 100 ist elektrisch leitend
mit der ersten Chipkontaktfldche 210 des ersten Leiterrahmen-
abschnitts 200 verbunden. Der zweite elektrische Kontakt 120
an der Kontaktseite 102 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 ist elektrisch leitend mit der zweiten Chipkontakt-
flache 310 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 des opto-
elektronischen BRauelements 10 verbunden. Die Verbindung zwi-
schen den elektrischen Kontakten 110, 120 und den Chipkon-
taktfldchen 210, 310 kann beispielsweise ein elektrisch lei-

tendes Lot oder einen elektrisch leitenden Kleber umfassen.

Die erste Chipkontaktflache 210 des ersten Leiterrahmenab-
schnitts 200 und die zweite Chipkontaktflidche 310 des zweiten
Leiterrahmenabschnitts 300 weisen einen Abstand 250 voneinan-
der auf. Der Abstand 250 ist bevorzugt kleiner als 200 pm.
Dadurch koénnen auch der erste elektrische Kontakt 110 und der
zweite elektrische Kontakt 120 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 einen geringen Abstand voneinander aufweisen,
was es ermdglicht, den optoelektronischen Halbleiterchip 100
mit geringen Abmessungen auszubilden. Bevorzugt weisen auch
der erste elektrische Kontakt 110 des optoelektronischen
Halbleiterchips 100 und der zweite elektrische Kontakt 120
des optoelektronischen Halbleiterchips 100 voneinander einen

Abstand von weniger als 200 pm auf.

Durch den geringen Abstand 250 zwischen der ersten Chipkon-
taktfldche 210 und der zweiten Chipkontaktflache 310 kodnnen
auch die erste Lotkontaktflache 220 und die zweite Lotkon-
taktfldche 320 einen kleinen Abstand voneinander aufweisen.
Der Abstand zwischen der ersten Lotkontaktflache 220 und der
zwelten Lotkontaktfldche 320 kann im Wesentlichen dem Abstand
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250 zwischen der ersten Chipkontaktflache 210 und der zweiten
Chipkontaktfliache 310 entsprechen.

An der Unterseite 402 des Gehduses 400 des optoelektronischen
Bauelements 10 ist ein Lotstoppelement 500 angeordnet, das
sich zwischen der ersten Lotkontaktfldche 220 und der zweiten
Lotkontaktflache 320 erstreckt. Das Lotstoppelement 500 be-
deckt einen Teil der ersten Lotkontaktfldche 220, einen Teil
der Unterseite 402 des Gehauses 400 und einen Teil der zwei-
ten Lotkontaktflache 320. Dabei weist das Lotstoppelement 500
in einer Verbindungsrichtung zwischen der ersten Ldtkontakt-
fldche 220 und der zweiten Lotkontaktflache 320 eine Kanten-
lange 510 auf. Die Kantenlange 510 ist grdBer als der Abstand
250 zwischen den Chipkontaktfldchen 210, 310. Bevorzugt ist
die Kantenldnge 510 grdBer als 200 pm.

Das Lotstoppelement 500 weist ein elektrisch isolierendes Ma-
terial auf, das von Lot nicht benetzt wird. Das Lotstoppele-
ment 500 kann beispielsweise mittels einer Maske in Form von
Lotstopplack an der Unterseite 402 des Gehauses 400 angeord-

net werden.

In der Kavitat 410 des Gehauses 400 des optoelektronischen
Bauelements 10 ist ein Vergussmaterial 420 angeordnet. Der
optoelektronische Halbleiterchip 100 ist in das Vergussmate-
rial 420 eingebettet. Das Vergussmaterial 420 kann beispiels-
weise ein Silikon aufweisen. Das Vergussmaterial 420 kann ei-
nem Schutz des optoelektronischen Halbleiterchips 100 vor ei-
ner Beschadigung durch dullere mechanische Einwirkungen die-
nen. Das Vergussmaterial 420 kann auBerdem eingebettete Kon-
verterpartikel aufweisen, die dazu vorgesehen sind, eine Wel-
lenlédnge einer durch den optoelektronischen Halbleiterchip
100 emittierten elektromagnetischen Strahlung zu konvertie-
ren. Beispielsweise kénnen die in das Vergussmaterial 420
eingebetteten Konverterpartikel dazu ausgebildet sein, elekt-
romagnetische Strahlung mit einer Wellenld@nge aus dem ultra-
violetten oder blauen Spektralbereich in weiles Licht zu kon-

vertieren. Alternativ oder zusatzlich zu eingebetteten Kon-
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verterpartikeln kann das Vergussmaterial 420 auch andere ein-
gebettete Partikel aufweisen, beispielsweise Streupartikel.
Das Vergussmaterial 420 kann allerdings auch vollstdndig ent-
fallen.

Das an der Unterseite 402 des Gehauses 400 des optoelektroni-
schen Bauelements 10 angeordnete Lotstoppelement 500 kann als
Reflektor fir durch den optoelektronischen Halbleiterchip 100
in Richtung der Unterseite 402 des Gehauses 400 emittierte
elektromagnetische Strahlung dienen. An dem Ldtstoppelement
500 reflektierte elektromagnetische Strahlung kann das Gehau-
se 400 des optoelektronischen Bauelements 10 erneut durchlau-
fen und an der Oberseite 401 des Gehduses 400 abgestrahlt
werden. Dadurch kdénnen vorteilhafterweise Lichtverluste des

optoelektronischen Bauelements 10 reduziert werden.

Fig. 2 zeigt eine weitere schematische geschnittene Seitenan-
sicht des optoelektronischen Bauelements 10. In der Darstel-
lung der Fig. 2 ist das optoelektronische Bauelement 10 auf

einer Leiterplatte 600 angeordnet.

Die Leiterplatte 600 kann auch als Platine oder als PCB be-
zeichnet werden. An einer Oberseite der Leiterplatte 600 sind
eine erste Lotkontaktflache 610 und eine zweite Lotkontakt-
flédche 620 angeordnet. Die erste Lotkontaktflache 610 und die
zweite Lotkontaktfldche 620 kdnnen idber in Fig. 2 nicht dar-
gestellte Leiterbahnen und andere elektrisch leitende Verbin-

dungen mit weiteren Schaltungsteilen verbunden sein.

Das optoelektronische Bauelement 10 ist derart Uber der Ober-
seite der Leiterplatte 600 angeordnet, dass die Unterseite
402 des Gehauses 400 des optoelektronischen Bauelements 10
der Oberseite der Leiterplatte 600 zugewandt ist. Die erste
Lotkontaktflache 220 des ersten Leiterrahmenabschnitts 200
des optoelektronischen Bauelements 10 ist elektrisch leitend
mit der ersten Lotkontaktfldche 610 der Leiterplatte 600 ver-
bunden. Die zweite Lotkontaktflache 320 des zweiten Leiter-

rahmenabschnitts 300 des optoelektronischen Bauelements 10
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ist elektrisch leitend mit der zweiten Lotkontaktflache 620
der Leiterplatte 600 verbunden. Die Ldétkontaktflachen 220,
320 des optoelektronischen Rauelements 10 kdnnen beispiels-
weise durch Wiederaufschmelzloten (Reflow-Loten) oder tber
ein anderes Verfahren zur Oberflachenmontage mit den Létkon-
taktfldchen 610, 620 der Leiterplatte 600 verbunden worden

sein.

Die erste Lotkontaktflache 610 und die zweite Lotkontaktfla-
che 620 der Leiterplatte 600 weisen einen Abstand 630 vonei-
nander auf. Die Grohle des Abstands 630 entspricht bevorzugt
etwa der Kantenladnge 510 des Lotstoppelements 500. Insbeson-
dere ist der Abstand 630 zwischen den Lotkontaktfldchen 610,
620 der Leiterplatte 600 bevorzugt groBer als 200 pum.

Durch den Abstand 630 zwischen der ersten Lotkontaktflache
610 und der zweiten Lotkontaktfldche 620 der Leiterplatte 600
und durch das zwischen der ersten Lotkontaktflache 220 und
der zweiten Lotkontaktflache 320 des optoelektronischen Bau-
elements 10 angeordnete Lotstoppelement 500 wurde wahrend der
Herstellung der Lotverbindungen zwischen den Lotkontaktfla-
chen 220, 320 des optoelektronischen Bauelements 10 und den
Lotkontaktfldchen 610, 620 der Leiterplatte 600 verhindert,
dass Lot zwischen die erste Létkontaktfldche 610 und die
zweite Lotkontaktflache 620 der Leiterplatte 600 bzw. zwi-
schen die erste Lotkontaktflache 220 und die zweite Lotkon-
taktfldche 320 des optoelektronischen Bauelements 10 gelangt
und einen Kurzschluss zwischen den ersten Lotkontaktflachen
220, 610 und den zweiten Lotkontaktflachen 320, 620 verur-

sacht.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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100
101
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110
120

200
210
220
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300
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500
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600
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optoelektronisches Bauelement

optoelektronischer Halbleiterchip
Emissionsseite

Kontaktseite

erster elektrischen Kontakt

zwelter elektrischen Kontakt

erster Leiterrahmenabschnitt
erste Chipkontaktflédche
erste Lotkontaktfléache

Abstand

zwelter Leiterrahmenabschnitt
zwelte Chipkontaktfléache
zwelte Lotkontaktfléche

Gehause
Oberseite
Unterseite
Kavitat

Vergussmaterial

Lotstoppelement

Kantenlange

Leiterplatte

erste Lotkontaktflache
zwelte Lotkontaktfléache
Abstand
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement (10)
mit einem optoelektronischen Halbleiterchip (100) mit ei-
nem ersten elektrischen Kontakt (110) und einem zweiten
elektrischen Kontakt (120),
einem ersten Leiterrahmenabschnitt (200), der eine erste
Chipkontaktflache (210) und eine der ersten Chipkontakt-
fladche (210) gegeniiberliegende erste Lotkontaktflache
(220) aufweist,
und einem zweiten Leiterrahmenabschnitt (300), der eine
zweite Chipkontaktfldache (310) und eine der zweiten Chip-
kontaktflache (310) gegeniiberliegende zweite Lotkontakt-
flache (320) aufweist,
wobei der erste elektrische Kontakt (110) elektrisch lei-
tend mit der ersten Chipkontaktflache (210) und der zwei-
te elektrische Kontakt (120) elektrisch leitend mit der
zweiten Chipkontaktflache (310) verbunden ist,
wobei der erste Leiterrahmenabschnitt (200) und der zwei-
te Leiterrahmenabschnitt (300) derart in ein Gehause
(400) eingebettet sind, dass zumindest Teile der ersten
Lotkontaktflache (220) und der zweiten Lotkontaktflache
(320) an einer Unterseite (402) des Gehduses (400) zu-
ganglich sind,
wobei an der Unterseite (402) des Gehduse (400) ein Lot-
stoppelement (500) angeordnet ist, das sich zwischen der
ersten Lotkontaktflache (220) und der zweiten Lotkontakt-
flache (320) erstreckt.

2. Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 1,
wobei die erste Chipkontaktflache (210) und die zweite
Chipkontaktflache (310) einen Abstand (250) von weniger

als 200 pm aufweisen.

3. Optoelektronisches Rauelement (10) gemal einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei das Lotstoppelement (500) die erste Lotkontaktfla-
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che (220) und/oder die zweite Lotkontaktflache (320)

teilweise bedeckt.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,
wobei das Lotstoppelement (500) eine Kantenlange (510)

von mindestens 200 pm aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei die erste Lotkontaktflache (220) und die zweite
Lotkontaktflache (320) biindig mit der Unterseite (402)
des Gehduses (400) abschlielRen.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei das Gehause (400) an einer der Unterseite (402) ge-
geniiberliegenden Oberseite (401) eine Kavitat (410) auf-
weist,

wobei zumindest Teile der ersten Chipkontaktfldche (210)
und der zweiten Chipkontaktflache (310) in der Kavitat
(410) =zugédnglich sind,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (100) in der
Kavitat (410) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 6,
wobei in der Kavitat (410) ein Vergussmaterial (420) an-

geordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der erste elektrische Kontakt (110) und der zweite
elektrische Kontakt (120) auf einer gemeinsamen Oberfla-
che (102) des optoelektronischen Halbleiterchips (100)

angeordnete sind.

PCT/EP2015/052176
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11

12

13
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Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 8,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip (100) als vo-

lumenemittierender Saphir-Flipchip ausgebildet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemdB einem der An-

spriche 6 und 7 sowie einem der Anspriiche 8 und 9,

wobeli die die elektrischen Kontakte (110, 120) aufweisen-
de Oberfldche (102) des optoelektronischen Halbleiter-
chips (100) den Chipkontaktflachen (210, 310) zugewandt

ist.

.Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauele-

ments (10)

mit den folgenden Schritten:

- Einbetten eines ersten Leiterrahmenabschnitts (200) mit
einer ersten Lotkontaktfldche (220) und eines zweiten Lei-
terrahmenabschnitts (300) mit einer zweiten Lotkontakt-
fldche (320) in ein Gehause (400) derart, dass zumindest
Teile der ersten Lotkontaktflache (220) und der zweiten
Lotkontaktflache (320) an einer Unterseite (402) des Ge-
hduses zuganglich bleiben;

- Anordnen eines Lotstoppelements (500) an der Unterseite
(402) des Gehause (400) zwischen der ersten Lotkontakt-
flédche (220) und der zweiten Lotkontaktflache (320).

.Verfahren gemé&l Anspruch 11,

wobei das Verfahren den folgenden weiteren Schritt um-
fasst:

- Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips (100)
in einer Kavitat (410) an einer der Unterseite (402) ge-

geniiberliegenden Oberseite (401) des Gehduses (400).

.Verfahren gemdB einem der Anspriiche 11 und 12,

wobei das Lotstoppelement (500) als Lotstopplack auf die
Unterseite (402) des Gehaduses (400) aufgebracht wird.
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gemall einem der Anspriche 11 bis 13,
Anordnen des Lotstoppelements (500) mittels ei-

erfolgt.

gemall einem der Anspriche 11 bis 14,
Einbetten des ersten Leiterrahmenabschnitts

des zweiten Leiterrahmenabschnitts (300) in das

Gehduse (400) durch ein Spritzgussverfahren erfolgt.
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